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აბსტრაქტი 

 

სპექტრული ელიფსომეტრიით და ფოტოლუმინესენციური სპექტროსკოპიით 

შევისწავლეთ ბორით ლეგირებული სილიციუმი სწორი ზედაპირით და ნანომესრით. 

მიღებული შედეგები შედარდა წმინდა სილიციუმის მონაცემებს. დიელექტრიკული 

ფუნქციების გრაფიკებმა აჩვენა, რომ ნანომესრის დროს ინტენსიური პიკი გვაქვს 2.25eV 

ენერგიაზე, ხოლო სწორი ზედაპირის შემთხვევაში 3.29eV ენერგიაზე. რაც შეეხება 

ფოტოლუმინესენციურ ინტენსივობას სილიციუმის შემთხვევაში პიკი დაიმზირება 1.2eV 

ენერგიაზე, ხოლო ნანომესრის შემთხვევაში გვაქვს პიკების წყება რომელიც იწყება 1.3eV 

ენერგიის შემდეგ. შედეგად მივიღეთ ნანომესრული ზედაპირის განსხვავებული 

ოპტიკური მნიშვნელობები, სწორ ზედაპირთან შედარებით. შედეგი აიხსნება 

გეომეტრიით გამოწვეული დოპირების მიერ მიღებული კვანტური ეფექტებით. 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: ნანომესერი, დიელექტრიკული ფუნქცია, ელიფსომეტრია, 

ფოტოლუმინესენცია 

 

 

Abstract 

 

By spectroscopic ellipsometry and photoluminescence spectroscopy, boron doped Si plain and 

boron doped Si with grating on the top were studied. The obtained results were compared with 

the data of Si. The dielectric function of grating Si is intense peak at 2.25eV energy when on plain 

it was 3.29eV. As for the photoluminescence intensity in the case of silicon plain, the peak is 

observed at 1.2eV energy, while in the case of nanograting we have a series of peaks that starts 

after 1.3eV energy. As a result, we obtained different optical values of the grating surface 

compared to the plain. The result is explained by the quantum effects obtained by geometry-

induced doping. 
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